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摘要’制作了取样光栅 N̂ \激光器$比较研究了三种取样光栅的制备工艺$测试得到的取样光栅 N̂ \激光器梳装

光谱和理论计算大致吻合2
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!!引言

近年来$取样光栅#%X%结构的宽带可调谐激光
器成为研究的热点2这是由于取样光栅制作工艺与
传统全息曝光光栅制作工艺兼容$无需使用昂贵和
低效的电子束刻蚀工艺和灵活性差的相位掩膜板曝

光技术$并且取样光栅结构同样能实现高的边模抑
制比#%=]%%和较大的调谐范围*,+2我们制作了取
样光栅结构的 N̂ \激光器$达到了验证取样光栅制
作工艺的目的$而且取样光栅结构是一种较好的实
现多波长激射的方法**+2本文分析比较了三种取样
光栅的制备工艺$其中使用"6&进行掩膜和光刻$是
效果最好的方法$并用传输矩阵方法对取样光栅进
行理论分析$测试结果与理论计算得到的取样光栅
的梳状光谱大体相对应2

"!实验

器件采用与普通 N̂ \激光器相同的一次外延
结构$在上波导上制作光栅$取样光栅结构如图,所
示2%+g.)&1为取样周期$%,g)&1为单个取样周
期内光栅长度2空白无光栅区域为相移区2本文测试
的激光器有,+个取样周期2
通过介质进行掩膜或者二次曝光的方法达到只

在很小区域内形成光栅的目的2图*$0分别是采用

%;_*和"6&做掩膜介质得到的取样光栅2波导上方

图,!取样光栅示意图
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图*!%;_*掩蔽生成取样光栅

;̂72*!%51GD9I7F5C;67@5cF;E5C9I<H;67%;_*15HT

图0!"6&掩蔽生成取样光栅
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分别生长了%;_* 和"6&介质2在需要制作光栅的区
域光刻出光栅窗口后$采用全息曝光方法制备光栅$
然后去掉掩膜介质2可以发现采用"6&做掩膜介质
制作的取样光栅$光栅区和非光栅交界的边界清晰$
介面平整$较采用%;_* 掩膜更为优越2采用二次曝
光方法也能得到效果很好的取样光栅2但是采用二
次曝光方法时$非光栅区域的波导也会被刻蚀掉同
光栅深度相当的厚度$这种方法不适合于将来取样
光栅N\]的制作2
取样光栅工艺完成之后$生长GJ"6&ED5II;67

层和GjJ"6X5$H电接触层(再刻出脊波导$脊宽为

*&1(G面溅射[;.&C.$<$芯片背面减薄至,++&1$
背面蒸发$<.X9.Q;$之后进行解理测试2

(!理论分析和测试结果

由传输矩阵理论*0+)
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式中!?为向前传播的电场(8为向后传播的电场(

&为*m*矩阵(&4是相移区传输矩阵(&7 是光栅区
对应传输矩阵(+T.7M+XY)C4.*为传播常数((+T

+U++$++T*.-为布拉格传播常数((
*T3*U(+

*$

3为光栅耦合系数2
利用传输矩阵理论计算出的梳状光谱如图(所

示2由#(%式可以算出梳状光谱反射峰间隔D$.7 为
波导结构有效群折率$本文激光器对应有效折射率

.7g0b**$布拉格光栅对应激射波长"g,b.)&12

图(!模拟计算梳状光谱
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图.为光谱仪测试出的激光器激射的梳状光
谱2由于解理精度不够的原因造成端面光波相位的
不确定性$是产生误差的一个主要原因2

图.!取样光栅 N̂ \阈值以下光谱
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)!结论

实验比较了三种取样光栅制备方法2其中采用

"6&做掩膜的方法可以得到质量良好的取样光栅$
利用这种方法成功制作了取样光栅 N̂ \激光器2文
中模拟了取样光栅 N̂ \激光器的发射光谱$与测试

结果大体吻合$证明我们的取样光栅制作工艺是成
功的2关于取样光栅宽带可调谐激光器的进展情况
我们将很快进行报道2
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